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【手続補正書】
【提出日】平成24年3月8日(2012.3.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に金属膜によりソース電極とドレイン電極と酸化物半導体によりチャネル膜を形
成し、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極と前記チャネル膜の上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、導電膜を形成し、
　前記導電膜上にネガレジストを塗布し、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極をマスクとして、前記基板の裏面側から前記ネガレ
ジストを露光し、
　前記ネガレジストの露光部分を残し前記ネガレジストを除去し、
　前記露光部分をエッチングマスクとして前記導電膜をエッチングし、
　前記導電膜上にレジストを塗布し、
　前記基板の表面側から前記レジストを露光し、
　露光後の前記レジストをエッチングマスクとして前記導電膜を再度エッチングすること
で、ゲート電極を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の製造方法において、
　前記基板上に前記金属膜により、前記ソース電極と前記ドレイン電極の形成と共に第１
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配線を形成し、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極と共に前記第１配線をマスクとして、前記基板の裏
面側から前記ネガレジストを露光し、
　前記第１配線の直上の前記ネガレジストの一部を、前記基板の表面側からフォトマスク
を介し露光し、
　前記ネガレジストの露光部分を残し前記ネガレジストを除去し、
　前記露光部分をエッチングマスクとする前記導電膜のエッチングにより、前記ゲート電
極と共に第２配線を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の製造方法において、
　前記基板上に前記金属膜によりソース電極とドレイン電極と共に第１配線を形成し、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極と共に前記第１配線をマスクとして、前記基板の裏
面側から前記ネガレジストを露光し、
　前記ネガレジストの露光部分を残し前記ネガレジストを除去し、
　前記露光部分をエッチングマスクとする前記導電膜のエッチングにより、前記ゲート電
極と共に第２配線を形成し、
　前記第１配線直上の前記第２配線の分断部分を第３配線を形成し接続することを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　請求項１記載の製造方法において、
　前記裏面露光の光源として、水銀ランプのi線を用いることを特徴とする半導体装置の
製造方法。
【請求項５】
　請求項１記載の製造方法において、
　前記基板は、プラスチックフィルムからなることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項１記載の製造方法において、
　前記チャネル膜は、Ｚｎ－Ｏ、Ｉｎ-Ｏ、Ｇａ-Ｏ、Ｓｎ-Ｏ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ、
Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ、Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏの
何れか一つから成ることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項１記載の製造方法において、
　前記ゲート絶縁膜は、Ｓｉ－Ｏ、Ａｌ－Ｏ、Ｓｉ－Ｎの何れか一つから成ることを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　請求項１記載の製造方法において、
　前記導電膜は、Ｉｎ-Ｓｎ-Ｏ、Ａｌ－Ｚｎ-Ｏ、Ｓｎ－Ｏの何れか一つから成ることを
特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　請求項１記載の製造方法において、
　前記基板と、チャネル膜と、ゲート絶縁膜と、導電膜は透明であり、
　前記金属膜は不透明であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　基板上に金属膜によりゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極と前記基板の上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に酸化物半導体によりチャネル膜を形成し、
　前記チャネル膜上に導電膜を形成し、
　前記導電膜上にネガレジストを塗布し、
　前記ゲート電極をマスクとして、前記基板の裏面側から前記ネガレジストを露光し、
　前記ネガレジストの露光部分を残し前記ネガレジストを除去し、
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　前記露光部分をエッチングマスクとして前記導電膜をエッチングし、
　前記導電膜上にレジストを塗布し、
　前記基板の表面側から前記レジストを露光し、
　露光後の前記レジストをエッチングマスクとして前記導電膜を再度エッチングすること
で、ソース電極とドレイン電極を形成することを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の製造方法において、
　前記基板上に前記金属膜によりゲート電極の形成と共に第１配線を形成し、
　前記ゲート電極と共に前記第１配線をマスクとして、前記基板の裏面側から前記ネガレ
ジストを露光し、
　前記第１配線の直上の前記ネガレジストの一部を、前記基板の表面側からフォトマスク
を介し露光し、
　前記ネガレジストの露光部分を残し前記ネガレジストを除去し、
　前記露光部分をエッチングマスクとする前記導電膜のエッチングにより、前記ソース電
極、ドレイン電極の形成と共に第２配線を形成することを特徴とする半導体装置の製造方
法。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の製造方法において、
　前記基板上に前記金属膜によりゲート電極と共に第１配線を形成し、
　前記ゲート電極と共に前記第１配線をマスクとして、前記基板の裏面側から前記ネガレ
ジストを露光し、
　前記ネガレジストの露光部分を残し前記ネガレジストを除去し、
　前記露光部分をエッチングマスクとする前記導電膜のエッチングにより、前記ソース電
極、ドレイン電極の形成と共に第２配線を形成し、
　前記第１配線直上の前記第２配線の分断部分を第３配線を形成し接続することを特徴と
する半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１０記載の製造方法において、
　前記裏面露光の光源として、水銀ランプのi線を用いることを特徴とする半導体装置の
製造方法。
【請求項１４】
　請求項１０記載の製造方法において、
　前記基板は、プラスチックフィルムからなることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　請求項１０記載の製造方法において、
　前記チャネル膜は、Ｚｎ－Ｏ、Ｉｎ-Ｏ、Ｇａ-Ｏ、Ｓｎ-Ｏ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ、
Ｚｎ－Ｓｎ－Ｏ、Ｉｎ－Ｓｎ－Ｏ、Ｉｎ－Ｚｎ－Ｏ、Ｇａ－Ｚｎ－Ｏ、Ｉｎ－Ｇａ－Ｏの
何れか一つから成ることを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　請求項１０記載の製造方法において、
　前記ゲート絶縁膜は、Ｓｉ－Ｏ、Ａｌ－Ｏ、Ｓｉ－Ｎの何れか一つから成ることを特徴
とする半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項１０記載の製造方法において、
　前記導電膜は、Ｉｎ-Ｓｎ-Ｏ、Ａｌ－Ｚｎ-Ｏ、Ｓｎ－Ｏの何れか一つから成ることを
特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項１８】
　請求項１０記載の製造方法において、
　前記基板と、チャネル膜と、ゲート絶縁膜と、導電膜は透明であり、
　前記金属膜は不透明であることを特徴とする半導体装置の製造方法。
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【請求項１９】
　基板上に金属膜によりソース電極とドレイン電極と酸化物半導体によりチャネル膜を形
成し、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極と前記チャネル膜の上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に、導電膜を形成し、
　前記導電膜上にネガレジストを塗布し、
　前記ソース電極と前記ドレイン電極をマスクとして、前記基板の裏面側から前記ネガレ
ジストを露光し、
　前記ネガレジストの露光部分を残し前記ネガレジストを除去し、
　前記露光部分をエッチングマスクとして前記導電膜をエッチングし、
　前記導電膜上にレジストを塗布し、
　前記基板の表面側から前記レジストを露光し、
　露光後の前記レジストをエッチングマスクとする前記導電膜のエッチングにより、ゲー
ト電極を形成することにより製造された半導体装置。
【請求項２０】
　基板上に金属膜によりゲート電極を形成し、
　前記ゲート電極と前記基板の上にゲート絶縁膜を形成し、
　前記ゲート絶縁膜上に酸化物半導体によりチャネル膜を形成し、
　前記チャネル膜上に導電膜を形成し、
　前記導電膜上にネガレジストを塗布し、
　前記ゲート電極をマスクとして、前記基板の裏面側から前記ネガレジストを露光し、
　前記ネガレジストの露光部分を残し前記ネガレジストを除去し、
　前記露光部分をエッチングマスクとする前記導電膜のエッチングにより、ソース電極と
ドレイン電極を形成することにより製造された半導体装置。
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